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	4.3　应按照再使用和能量回收的顺序进行回收处理。
	4.4　在收集、运输、贮存、拆解和回收等过程中应采取适当措施。避免锋利部件等对人员造成伤害，避免废弃光伏组件
	4.5　废弃晶硅光伏组件不能直接焚烧或填埋。
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	4.7　回收处理企业应具备废弃晶硅光伏组件的统计信息管理系统，并将有关数据提供给主管部门、相关企业和组织机构
	5.1　晶硅光伏组件的类型主要包括Al-BSF（Aluminum-Back Surface Field，铝背
	5.2　晶硅光伏组件主要由玻璃、背板、铝边框、晶硅太阳电池、EVA和接线盒等组成。
	5.3　废弃晶硅光伏组件的回收流程分为拆卸、消除EVA层、刻蚀电池和金属提取等过程，回收工艺流程图如图1所示
	图1 废弃晶硅光伏组件回收工艺流程图
	5.4　晶硅光伏组件回收过程中除了回收组成部分外，重金属等有害物质也需要通过分离法、热处理法、化学处理法和废
	5.5　废弃晶硅光伏组件的回收率是指在光伏组件回收过程中，能够成功回收并利用的材料占总材料量的百分比。根据现
	回收率η按照质量计算：
	η = m1 / m2 × 100%……………………………………………（1）
	式中：
	m1—光伏组件破碎、分选、回收的各种组分质量之和（单位为千克）；
	m2—与生产该光伏组件或回收处理前的光伏组件，各组分质量之和（单位为千克）。
	5.6　废弃晶硅光伏组件回收率的关键是EVA层分解或解胶联。
	5.7　物理回收法也叫机械法，主要是通过机械方式将废弃晶硅光伏组件中可直接回收部分进行回收处理，主要包括：机
	5.8　热解回收法是在高温条件下，EVA在惰性气体中溶解成醋酸、丙烷、丙烯及乙烷，也可在有氧环境中燃烧。热解
	5.9　化学回收法是利用EVA和POE在化学溶剂中氧化或分解，实现层压件的分离。化学溶解法可分为无机酸溶解法
	6.1　废弃晶硅光伏组件回收设备分类
	6.2　物理机械回收设备
	6.3　高温热解回收设备
	6.4　溶剂化学处理回收设备
	6.5　物理机械-高温热解复合回收设备
	6.6　物理机械-溶剂化学-高温热解复合回收设备
	7.1　总则
	7.2　收集
	7.3　运输
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